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(54) Title: WIDTH PULSE GENERATOR HAVING A TEMPORAL VERNIER 

(54)ritre: GENERATEUR A LARGEUR D'IMPULSION VARIABLE COMPRENANT UN VERNIER TEMPOREL 
(57)Absttact 

The present invention relates to a logic drcuit comprising an 
assembly of interconnected stages. Each stage has a relatively im- 
portant transistor charging a node which, when open, transmits a 
charge current to node from a synduonization pulse of one phase 
of an assembly of phases applied to the charge capadty in series 
with the node charging transistor. Such important transistors have 
high capacities distributed between the grid and the source and be* 
tween the grid and the drain. The response time for loading a select- 
ed stage node may be reduced by precharging the gate of a node 
charging transistor of a selected stage in order to open the transis- 
tor before application of the synchronization pulse, thus increasing 
the maximum operation speed of the drcuit. The disclosed spedOc 
devices for such logic circuit include temporal vernier circuits which may be used as liquid cristal display control circuits for tele- 
visions or computers. 

(57)Abiege 

La presente invention conoerne un circuit logique comprenant un ensemble d'etages interconnect^s. Chacun des etages 
comprend un transistor relativement important chargeant un oceud qui, lorsqu'il est ouvert, transmet un courant de charge a un 
HGcud a partir d'une impulsion de synchronisation d'une phase d'un ensemble de phases appliquees i'la capacit6 de charge en s6- 
rie avec le. transistor de diarge de noeud. De tels transistors importants presentent des capacites importantes reparties entre la 
grille et la source et entre la grille ct le drain. Le temps de reponse pour charger un noeud d'etage selectionne pent etre diminue jen 
prechargea.nt la porte du transistor de charge de nceud d'un 6tage selecrionne pour ouvrir le transistor avant Tapplication d'une 
impulsion de synchronisation, augmentant ainsi la vitesse maximale de fonctionnement du drcuit. Les dispositifs sp^cifiques ex- 
poses pour un tel drcuit logique comprennent des circuits d vernier temporel pouvant 6tre utilises en tant que circuits de controle 
pour affichage a cristaux liquides de television ou d'ordinateur. 
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PCr/FR91/00959 
Genera teur a largeur impulsion variable 
comprenant un vernier iieinporel 



5 Les ecrans a cristaux liquides de television et 

d'ordinateur sont connus des specialistes. Par exemple, 
nous donnons ci-inclus pour reference le brevet am^ricain 
4 766 430 accorde a Gillette et ai. le 23 aotit 1988. Comme 
nous I'exposons dans ce brevet, un dispositif de balayage 

10 selectionne une ligne de balayage horizontal durant la 
duree d' emission d'un signal video (d' environ 50 ^B) et 
une tension en forme de rampe est appliquee aux portes de 
transfert appropriees a chaque ligne de donnees 
verticales, chargeant ainsi des pixels de cristaux 

15 liquides disposes aux intersections des lignes de donnees 
verticales (colonnes) et de la ligne horizontale 
selectionnee (lignes) . Un compteur a 6 bits associS a 
chacjue colonne, amorci conformSment au niveau d'un des 64 
niveaux de gris donne du pixel d' intersection, est ramen^ 

20 a z6rQ, point auquel la porte de transfert associee avec 
la ligne de donnees verticales est ouverte, rendant ainsi 
la charge sur le pixel de 1 ' intersection du cristal 
liquide, proportionhelle k son propre niveau de 
luminosite. Ainsi, la Vitesse de dgcompte du compteur k 6 

25 bits n'a besoin seulement d'§tre qu'a 1,25 MHz, c'est-i- 
dire 1' inverse de 50/64 its. 

Du fait que le silicium amorphe (aSi) est bon 'march§ 
compare au silicium polycristallin, il est souhaitable 
d' employer I'aSI pour un ecran k cristaux liquides pour 

30 television sur substrat semi-conducteur, cjui comprend 
egalement le circuit de contrSle, En raison de la 
constante de temps de capacity relativement importante de 
1' ensemble du circuit de contrSle constitug de transistors 
en silicium amorphe, 11 n'est normalement pas possible de 

35 faire fonctionner un compteur de colonnes k une vitesse 
nettement sup§rieure k celle de 1,25 MHz, du compteur k 6 
bits presente dans le brevet de Gillette et al. dont il a 
et6 question plus haut, Toutefois, une Vitesse effective 
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d' environ 5MHz est necessaire pour pouvoir traiter ies 256 
niveaux de gris (8 bits) mis en jeu par la television aux 
nonaes TSC. De plus, la capacity de chacrue ligne dft 
I'affichage a cristaux liquides, laquelle constitue la 
5 charge de chaque etage du dispositif de balayage de ligne, 
est tres important e et requiert un transistor relativement 
puissant pour charger int6gralement la ligne selectionnee 
pendant la duree relative courte (n'excedant pas 13 /iS) de 
non-activite de chaqnie signal video de ligne horizontale. 

10 Rappelons encore une fois que le f onctionnement 
relativement lent des transistors en sllicium amorphe 
empeche normaleraent de tels transistors d'§tre utilises 
dans un dispositif de balayage a selection de ligne dans 
un affichage a cristaux liquides a haute definition {par 

15 ex. un §cran de television d'environ 250 000 pixels par 
image) . 

La pr6sente invention se rapporte aux circuits 
logiqpies qui surmontent un ou plusieurs des problemes dont 
il vient d'§tre question. Tandis que ces circuits logiques 

20 different les uns des autres dans le dStail, ils 
comprennent tons des stages d'amorgage interconnectfis 
disposes par ordre nuxa6rique P (ou P est un nombre 
entier) , chague etage comprenant un transistor de charge 
de noeud presentant une charge de capacite en s6rie, 

25 destine, en outre, a diriger le courant de charge d'une 
impulsion de synchronisation appliqu6e a la charge de 
capacite a un noeud en rendant passant ledit transistor 
qui charge le noeud lorsque ce transistor chargeant le 
noeud de cet 6tage est ouvert. De plus, le transistor qui 

30 chctrge le noeud de chaque etage presente des capacites 
importantes rfeparties entre sa grille et sa source, ainsi 
qu'entre sa grille et son drain. La premifere mesure 
consiste i appliquer select! vement une impulsion d' amorce 
[-0U de "prfecharge"] h la porte du transistor qui charge 

35 le noeud d'au moins un Stage selectionnS avant 
1' application d'une impulsion de synchronisation a la 
charge capacitive de 1' etage s§lectionn6, ouvrant ainsi le 
transistor chargeant le noeud de l'6tage selectionne 
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lorsque sa grille rests prechargee. La premiSre mesure 
maintient egalement le transistor, qui charge le noeud de 
chacun des Stages fenne. La seconde mesure consists 
d'abord (1) a appliquer les premieres impulsions de 
5 synchronisation qui surviennent i la premiere phase d'un 
ensemble predetermine de dif f erehtes phases a la capacite 
de charge d'un ou de plusieurs etages donnas des etages 
interconnectSs et (2) appliquer les secondes impulsions de 
synchronisation qui surviennent k une seconde phase d'un 
10 ensemble predetermine de diffSrentes phases It la capacite 
de charge d'un etage ou plus des etages interconnectSs 
autres que les etages donnes. Le fait de prScharger une 
grille d'un transistor destine k charger un noeud active 
diminue son temps de reponse lors de 1' application d'une 
15 impulsion de synchronisation et ainsi ameliore la vitesse 
maximale k laquelle le circuit logiqpie a impulsion peut 
fonctionner, malgre les capacites reparties importantes 
qui existent respectivement entre la grille et la source, 
ainsi qu' entre la grille et le drain du transistor destine 
20 k charger le noeud de chaque Stage. 

La demande (n* RCA 85.678) dSposSe simultan§ment par 
George R. Briggs, donnee ci- joint, intitul6e "Dispositif 
pour la generation d' impulsions de contrSle de largeur 
variable, pour piloter, par ex., des affichages d'Scran" 
25 decrit 1 'ensemble des circuits qui peut §tre utilise avec 
la preseate invention. L' expose de cette demande de depdt 
est inclus pour information. 

La figure 1 montre un systSme, comprenant un circuit 
a vernier temporel, repondant rapidement k des donnSes 
30 numeriques de niveaux de gris pour controler la duree 
d' application d'un signal de tension en forme de rampe a 
une ligne de donnees d'un affichage k cristaux liquides, 
comprenant M colonnes et N lignes, conforraement aux 
donnees numeriques relatives aux niveaux de gris. 
35 La figure 2 montre une impulsion de sortie du vernier 

de la figure 1 et le signal de tension en forme de rampe 
pendant chaque intervalle de 63 /is de la colonne. 
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La figure 3 represente une vue schematique d'un 
dispositif a entree unique du circuit k vernier teraporel 
de la figure 1, comprenant 4 etages a diffSrentes phases. 

La figure 4 montre les entries des donnees vers les 4 
5 Stages de ce qui est decrit dans la figure 3. 

La figure 5 est un diagramme de synchronisation du 
vernier et de la phase finale du comparateur tel qu'il est 
concretise sur la figure 1 

La figure 6 represente un circuit equivalent d'une 
10 partie du circuit k vernier temporel de la figure 1. 

La figure 7 represente les tensions en fonction du 
temps a differents points du circuit equivalent de la 
figure 5 selon les premieres conditions de fonctionnement. 

La figure 8 represente les tensions en fonction du 
15 temps a differents points du circuit equivalent de la 
figure 5 selon les secondes conditions de fonctionnement. 

La figure 9 donne une representation schematique d'un 
dispositif a deux entrees du circuit a vernier temporel de 
la figure 1, constitu§ de 4 Stages a diffSrentes phases, 
20 La figure 10 montre les entrees de donnSes aux 4 

etages du dispositif prSsentS figure 9. 

La figure 11 donne une representation schematique 
d'un dispositif a entree unique du circuit a vernier 
temporel de la figure 1, comprenant 8 Stages a differentes 
25 phases . 

La figure 12 montre les entrSes des donnSes 
appliquSes aux 4 etages du dispositif relatif au circuit k 
vernier temporel presents sur la figure 9 . 

La figure 13 donne une representation schematique 
d'un dispositif a deux entrSes du circuit a vernier 
temporel de la figure 1, comprenant 8 Stages a diffSrentes 
phases. 

La figure 14 montre les entrSes de donnSes appliquSes 
aux 8 Stages du dispositif prSsentS figure 9- 



30 



35 



Dans la figure 1, le circuit k vernier temporel 100 
regoit des donnSes d'entrSes de contrSle des circuits 
comparateur s ou compteurs montSs en cascade 101^1 k 101-P 



^mmm ■«! - I 
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et fournit une impulsion de sortie Mo qui est 
individuellement associee, par le transistor 102 de 
comraande de la colonne de pixel, a la colonne J de 
I'affichage a cristaux liquides comprenant des colonnes M 
5 et des lignes N. Des circuits a vernier temporel 
additionnels, similaires au circuit de vernier temporel 
100, sont individuellement associes, au moyen des 
transistors 102 de commande des colonnes de pixel, a 
chacune des colonnes J a J+M. Las comparateurs 101*1 a 

10 101-P re?oivent les bits de donnees et fournissent une 
impulsion de sortie prgsentant une largeur dSterminee par 
le bit de poids fort (MSB pour "Most Significant Bit" en 
langue anglais). Les deux bits de poids faible (LSB pour 
"Least Significant Bit") sont appliques au circuit a 

15 vernier 100, qui divise la derniere peri ode dans n'importe 
lequel des 4 intervalles. Un signal de tension en forme de 
rampe (Vj^^^j^p) , montre sur la figure 2 est appliquS aux 
drains respectifs des transistors 102 des lignes de 
commande des pixels, transistors associ6s avec toutes les 

20 colonnes J. 

Les pixels de cristaux liquides P (par ex. Pj^ j 
P]c+1 j), qui constituent des capacit6s, spnt situ6s k 
1' intersection de chaque ligne et chaque colonne. Un 
dispositif de balayage de lignes (montre dans le brevet, de 

25 Gillette et ai. mentionn6 ci-dessus) rend conducteurs tous 
les transistors 103 associes k la igne selectionnee (par 
ex., les transistors 103--1 k 103-2 associds a la ligne K) . 
Ceci permet )k la tension Vj^^j^p de charger tous les pixels 
P (par ex., Pj^^^ et Pjc+i^j) associes avec le transistor 

30 passant de commande de la colonne 102 et la ligne R de 
activee. 

Dans la figure 2, la tension V^^^^^p occupe une phase 
active de chaque pdriode de balayage horizontal de 63 /iS du 
signal viddo. Pendant la phase inactive, depuis le debut du 
35 balayage horizontal jusqu'au commencement de la phase 
active, le dispositif de balayage de ligne passe d'une 
ligne & la suivante, comme de la ligne K a la ligne K+1, Au 
conmiencement de la phase active, le niveau de Vj^^j^^p est ci 
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zero et a la fin de la phase active, le niveau de VRamp 
attaint sa valeur roaximale Vjj. Un pixel de cristal liquide 
charge a Vjj est charge k la luminosite maximale et les 
autres pixels sont charges a diff§rents niveaux determines 
5 par les donnees d' entries des circuits comparateurs 101-1 ^ 
101-P et le circuit ^ vernier 100. Afin de fournir avec 
precision un niveau de luminosite au pixel de cristal 
liquide qui soit conf orme a une valeur numerique de niveau 
de gris, il est necessaire de fermer le transistor 102 de 

10 la coinmande de la colonne des pixels h 1' instant correct 
dans la phase active du balayage horizontal afin d'empecher 
la tension Vj^^^jj^p, soit de charger insuf fisarament, soit de 
charger avec exces le pixel de cristal liquide avec, pour 
consequence, un niveau incorrect de luminosite. La figure 2 

15 montre egalement comment le nombre de largeurs possibles de 
1' impulsion de sortie pent §tre modifie par les circuits 
comparateurs 101-1 a 101-P et le circuit a vernier 100. Le 
nombre de largeur d' impulsion possible est determine par le 
dispositif particulier du comparateur 101 du circuit k 

20 vernier 100 employe comme cela est expliqu6 plus bas. 

Dans la figure 1^ chaque transistor 102 de commande de 
colonne de pixels doit charger une ligne compl&te de 
donnees, qui possede une haute capacite et un transistor de 
puissance est done nScessaire. En raison de la puissance 

25 ngcessaire, le transistor 102 de commande de colonne de 
pixels, qui est de pr§f§rence un transistor k effet de 
champ (PET) de type i couches minces (TFT) exige uri canal 
relativement large pour assurer la connexion de sa source 
et de son drain, ce qui augmente respect! vement les 

30 capacites grille/source et grille/drain. En raison du fait 
que les transistors ^ couches minces (TFT) de puissance en 
sxlicium amorphe exigent des canaux plus larges que les 
transistors h couches minces (TFT) en silicium 
polycristallin afin d' assurer le passage d'un courant 

35 suffisant, ces transistors presentent des capacites 
particuli§rement importantes. L'energie emmagasin6e dans de 
telles capacites augmente done le temps de commutation de 
tels TFT. De plus, du fait que le nombre des niveaux de 



wo 92/09985 PCr/Fli91 /009S9 

gris numeriques devient plus important (par ex. 256 
niveaux) , le temps de commutation necessaire pour le 
transistor 102 de commande de ligne de pixels doit etre 
plus court. La mise en oeuvre de la prc»ente invention dans 
5 le circuit a vernier temporel 100 rend possible la 
commutation du transistor 102 de commande de la colonne de 
pixels suffisamment rapide pour les operations d'affichage 
par cristaux liquides, meme lorsqu'a la fois, le transistor 
102 de commande de la colonne de pixels et les transistors 
10 employes par le circuit 100 a vernier temporel sont tous 
constitues de materiaux a faible mobilite comme le silicium 
amorphe • 

La figure 3 montre un circuit 100 a vernier temporel 
pour commuter le transistor 102 de commande de la colonne 

15 de pixels a un instant determine par les entrees, de 
controle qui lui sont appliquees. Ces entrees de controle 
comprennent un signal de tension de precharge qui est 

simultanement appliquSe aux portes de TFT 104-A a TFT 104- 
E, et les entries de donnSes binaires D V, DIV, D2V et D2V, 

20 qui sont appliqu§s au circuit & vernier temporel 100 
pendant la phase inactive de chaque balayage de ligne 
horizon tale. Les entries de contr51e comprennent de plus 
une impulsion d'armement Mi qui est 1 'impulsion de sortie 
Mo du circuit comparateur 101-P. Les 4 impulsions de 

25 synchronisation de phases ^^v' 0Dv ^^^^ 

appliquees k travers les capacit6s 105A & 105D, 
respectivement aux drains des transistors k couches minces 
TFT 106A k 106D. 

L' impulsion d'armement Mi est appliqu6e k la grille du 

30 transistor a couches minces (TFT) d'armement 107, dont le 
drain est connects au noeud A et dont la source est mise a 
la masse. Le noeud A est egalement connects a la porte d'un 
TFT chuteur 108, dont la connexion source/drain transmet 
1' Impulsion de sortie Mo k la grille du TFT 102 de commande 

35 de colonne. Les connexions entre la source et le drain des 
paires de TFT 109-1 et 109-2 k 109-7 et 109-8 sont 
respectivement raccordSs entre les sources des TFT 104A a 
104-D et la masse. Les TFT llOA & llOD verrouilles se 
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trouvent connect§s k chacune des capacites 105A a 105D pour 
empgcher les capacites de charger une valeur supSrieure a 
+V(;* La source du TFT 108 est polarises vers une tension 
15g5rssant positive +viJ (par iex. +2 volts) qui. peut 
5 s'av^rer utile afin d'empeclier le TFT de repondre a des 
tensions parasites a sa grille. 

Pour illustration, nous partons de I'hypothese que les 
etages comparateurs prec§dants 101-1 § 101-P fournissent 
une impulsion de sortie presentant xine largeur dSterminee 

10 par les 6 bits de poids forts (MSB) d'un code de niveaux de 
gris a 8 bits (pour 256 niveaux de gris) . En consequence, 
la duree de 1' impulsion Mo de sortie peut etre n'importe 
laquelle des 64 largeurs possibles. Le but du circuit 100 a 
vernier temporel est d'utiliser un ou deux des bits de 

15 poids faibles (LSB) afin d'Stendre les largeurs d' impulsion 
possibles a 256. 

Le fait qu'un ou deux des bits de poids faible (LSB) 
soit (soient) utilise (s) dans le vernier temporel 100 est 
determine par la configuration des comparateurs 101-1 k 

20 101-P. L'application r6f6renc§e RCA 85,678 dans sa figure 4 
montre un comparateur qui fournit une impulsion de sortie 
unique Mo (entree Mi vers le vernier) . Avec ce type de 
comparateur, un bit de poids faible seulement est utilise 
par le circuit a vernier 100 et 1' impulsion de donn6es du 

25 bit de poids fort (DIV) des impulsions du vernier est 
fournie par la regeneration de 1' impulsion (du bit) de 
poids faible du signal de donn^es du comparateur. Ceci est 
le type d 'operation utilis§e par le comparateur 100 de la 
figure 3. 

30 La figure 6 de 1' application mentionnee RCA 85,678 

montre un comparateur qui donne deux impulsions de sortie 
et Mq2/ appele comparateur de bus divis§. Les verniers 
temporels de ce type de comparateur utilisent deux bits de 
poids faible et des dispositifs sont decrits ici en 
35 reference aux figures 9 et 13. 

La figure 4 montre les combinaisons des impulsions 
DIV, DIV, D2V et D2V qui sont appliqu6es aux grilles des 
transistors a couches minces (TPTJ 109-1 k TFT 109-8 de la 
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figure 3 (x indique une logique 1) • Les impulsions DIV et 
DIV sont ies mimes que les impulsions de donnees du bit de 
poids faible fournies a 1' stage du comparateur 101-P 
(figure 1). Les impuleicns D2V et uzv sont les impulsions 
5 de donn6es pour le circuit k vernier 100. 

Dans la figure 3, le circuit a vernier lOO.comprend 4 
etages identiques interconnectgs lOO-A, lOO-B, lOO-C et 
lOO-D. L' Stage lOO-A est constitue d'un transistor a 
couches minces 106-A ayant : (1) sa grille raccordee a la 

10 jonction des drains des TFT 109-1 et 109-2, ainsi qu'a la 
source de TPT 104-A ; (2) son drain raccorde a la capacity 
de charge 105-A et (3) sa source raccordie au noeud A. Les 
elements numerotfis d'une mani&re similaire des etages 100- 
B, 100-C et 100-D sont interconnectes de la m§me maniere 

15 que celle d§crite ci-dessus pour les elements 
correspondants de I'etage 100-A. De plus, les drains de 
tous les transistors de 104-A k 104-D sont tous connect6s a 
un point de potentiel de fonctionnement (par ex. +15 volts) 
et les sources de tous les transistors 109-1 k 109-8 sont 

20 mis & la masse. L' impulsion de tension de pr6charge 

est appliquSe aux grilles de tous les transistors, du 
transistor 104A au transistor 104E» Les comblnaisons des 
entrees de donn6es DIV, DIV, D2V et D2V appliqu6es aux 
portes des transistors 109-1 a 109-8 d^terminent la largeur 

25 finale de 1 'impulsion de sortie Mo, comme cela est montre 
sur la figure 4. 

Tous les transistors a couches minces (TFT) de la 
figure 3 sont, par hypothdse, des transistors du type "n". 
De plus, tous les transistors 104 et 109 de tous les 4 

30 Stages 100-A a 100-D sont de petits transistors de faibles 
puissances ayant des largeurs de canaux de seulement 10 a 
15 micrometres (//m) environ, le transistor 106 de chaque 
Stage est un transistor plus important et de plus forte 
puissance ayant une largeur de canal d' environ 100 /im. Les 

35 transistors 107 et 108 de chaque Stage sont des 
transistors encore plus importants et plus puissants 
prSsentant des largeurs de canaux d' environ 200 et le 
transistor 102 de commande de colonne de pixels est un 
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transistor bien plus important et de puissance bien 
superieure presentant une largeur de canal d' environ 
750 im. 

Plus ua transistor est "large, plus ies capacites 
5 respectives r6parties entre les jonctions grille/source et 
entre grille/drain sont iraportantes, et plus le transistor 
accuimxle d'energie. Pour cette raison, un transistor plus 
large et de plus forte puissance tend a avoir un temps de 
rSponse a la f ermeture relativement grande ou a avoir un 

10 temps de reponse a I'ouverture relativement long par 
rapport aux transistors plus petits et de plus faibles 
puissances. La figure 6 montre le circuit §quivalent pour 
les etages lOOA h lOOD de la figure 3. La capacite r^partie 
est sensiblement plus petites que les capacit§s 

15 reparties C2 et C3, les capacitfis reparties C2 et C3 sont 
sensiblement plus petites cpie les capacites reparties C4, 
C5 et Cg ; et les capacites reparties C4, C5 et Cg sont 
sensiblement plus petites que la capacite repartie Cq. 

Le fonctionnement du circuit 100 a vernier temporel de 

20 la figure 3 est dficrit a I'aide de la figure .2, du schema 
de synchronisation de la figure 5, du circuit Equivalent de 
la figure 6, et des diagrammes 7 et 8 representant les 
diagrammes de tension en fonction du temps, L' impulsion 
d'armement Mi rests elevee (+15 volts) depuis a peu pres le 

25 debut de chaque ligne de balayage horizontal de 63 ^is 
jusqu'i 1' occurrence du temps selectionnE par les 2 bits de 
poids faible de I'echelle de niveaux de gris pour arreter 
1' alimentation du transistor 102 de commande de la colonne 
de pixels. Lorsque 1' impulsion d'armement Mi est 

30 importante, le transistor 107 est rendu actif. Pendant la 
durSe inactive de la ligne de balayage horizontal, 
1' impulsion de tension de precharge et les entrees de 

donn§es DIV, DIV, DZV et D2V sont appliquees. Avec le 
transistor 107 ouvert, le noeud A et la porte du transistor 

35 108 sont relies a la masse, ce qui ferme le transistor 108. 
En consequence, 1' impulsion de tension de precharge 

appliques a la porte du transistor a couches minces 104 
ouvre le transistor, et la grille du transistor 102 de 
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coramande de la coionne de pixels est chargee a + 15 volts, 
afin de rendre le transistor 102 de coramande de la coionne 
de pixels passant. La tension Vj^^^^p est alors appliquee au 
pixel associe a i'affichage a cristaux liquides. Egalement, 
5 chacun des transistors 109 recevant une impulsion logique 
UNE DIV, DIV, D2V et D2V sur sa porte est rendu passant 
pendant 1 'application du signal de tension de pr^charge 
sur la grille du TFT 104, verrouillant ainsi la grille 
de son transistor 106 h la masse et fermant le transistor 

10 106. Bien que les entrees de donnees de logique UNE soient 
des impulsions breves et de faibles puissances, elles 
peuvent ouvrir compldtement les transistors 109 et 
permettent que toute charge r§siduelle presente sur la 
porte du transistor 106 puisse etre rapidement dechargee a 

15 la masse. Ceci est vrai parce que les transistors 109 sont 
petits. 

Sur la figure 3, le transistor 109 de n'importe quel 
6tage qui a une entr§e de donnees de logique ZERO appliquee 
a sa grille reste non-passant. Ainsi done, le transistor 

20 104 de n'importe quel 6tage ayant le transistor 109 non- 
passant lorsqu'il est ouvert par le signal de tension de 
precharge ^^q, charge la grille de son transistor 106 a 
+ 15 volts, et de ce fait ouvre le transistor. Toutefois, k 
ce moment, aucune tension n'est appliqu6e au drain du 

25 transistor 106 et le transistor reste non -passant jusqu'a 
ce que 1' impulsion de synchronisation ^j^, ^g, Oq, ou Oj^, 
associe avec 1' Stage activ§, soit appliquee au drain du 
transistor h couches minces (TFT) 106 a travers la capacite 
de charge 105. 

30 Les entrees de donnees DIV, DIV, D2V et D2V et 

1' impulsion de tension de precharge pQ sont toutes 
achevees avant le commencement de la phase active de la 
ligne de balayage horizontal. Ceci laisse les grilles 
respectiyes des transistors 106 de 1' ensemble des quatre 

35 Stages et le transistor 102 de coramande de la colonnes de 
pixels flottant. Ainsi, done, les grilles des transistors 
106 des etages qui sont associes avec les entrees de 
donnees de logique UN restent au potentiel de la masse. 
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maintenant ces transistors 106 fermes. La grille du 
transistor 106 de n'importe quel etage associe avec deux 
entries de donnees de logique ZERO et la grille du 
transistor 102 de commande de la colonne de pixels reste a 
5 un potentiel de + IS volts, maintenant le transistor 106 
ouvert et le transistor 102 de coinmande de la coloimes de 
pixels passant. De plus, pour autant que le potentiel de la 
grille de depart reste a +15 volts, le transistor 107 
passant maintient le noeud A et la grille du transistor 108 

10 verrouille a la masse, permettant ainsi au transistor 102 
de commande de la colonne de pixels de rester passant et de 
continuer a transferer la tension Vpamp au pixel associe a 
I'affichage de cristaux liquides. 

L'impulsion d'armement Mi chute d'un potentiel de + 15 

15 volts a + VB volts au moment determine par les 6 bits les 
plus eleves de I'echelle des niveaux de gris a 8 bits. Dans 
la figure 3, le dispositif du bit de poids faible des bits 
de donnees du comparateur et les bits de donnSes du 
vernier ddterminent lesquelles des 4 entrees de donnies 

20 DIV, DIV, D2V et D2V sont un ZERO logique. Ainsi, coram© 
montre sur la figure 5, les deux signaux DV qui sont de 
logique ZERO d^terminent quand l'impulsion de sortie Mo du 
circuit k vernier 100 chute et se met a alimenter le 
transistor k couches minces (TFT) 102 pour lui faire cesser 

25 1' application de Vj^^p au pixel associS a I'affichage de 
cristaux liquides. 

La figure 5 montre la synchronisation relative des 
signaux du controle du vernier au vernier 100 Les 
impulsions a 0DC ^ont les impulsions d'horloge du 

30 dernier etage du comparateur 101-P (figure 1) . Les 
impulsions a^^y k o^y sont les impulsions de I'horloge a 
l^§tage du vernier 100- Les signaux DIV, DIV, D2V et D2V 
sont appliques de 1' etage lOOA k l'§tage lOOD et seulement 
un des 4 itages re?oit deux signaux de logique ZERO pour 

35 contrSler le signal de sortie Mo. Les impulsions d'horloge 
0AV ^ 0DV montees de rampe et la sortie Mo du 

vernier 100 se dirige vers la raoiti§ inferieure de la 
rampe. L' application des signaux DIV, DIV, D2V et D2V aux 
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grilles des transistors a couches minces (TFT) 109-1 a 109- 
8 est montre sur la figure 4. Comme nous le montrons sur la 
figure 5, 1 'utilisation des transistors k couches minces 
(TFT) 109-1 a lC5-=5 permet au vernier et au dernier 6tage 
5 du comparateur de fournir 8 segments de temps pour la 
sortie Mov. 

II est essentiel (1) qu'il n'y ait pas une conduction 
partielle du transistor 108 et (2) que le d§lai entre la 
venue de 1' impulsion d'armement Mi et 1' impulsion de 

10 synchronisation ^j^^ soit aussi bref que possible afin que 
le transistor 102 de commande de la colonne de pixels soit 
ferme au bon moment (c'est-a-dire au bon niveau de 
I'echelle de gris de la tension Vj^^p) . Ceci est r6alis6 en 
raettant en oeuvre une s§rie p6riodique d' impulsion de 

15 synchronisation pour chacun des stages ayant une p6riode de 
seulement moitiS de celle de I'intervalle de temps d'une 
durSe donn6e et en utilisant la relation particuliere entre 
le temps de la dSpolarisation de la grille de dSpart Mi, 
les 4 entries numeriques et 1' impulsion raontrees dans 

20 la figure 5. 

La figure 7 aide k identifier les tensions (les 
impulsions de synchronisation), V^, V3 et qui 

existent a divers points du circuit equivalent de la figure 
6, Dans la figure 7, les valeurs instantanees respectives 

25 de ces tensions sont montrees pendant le temps T lorsque T 
correspond a la duree de 1' impulsion de synchronisation 
(comme montrS dans la figure 5), en partant de I'hypothese 
que le potentiel Mi de 1' impulsion d'armement est faible 
(c'est-a-dire +VB volts). La figure 8 montre les valeurs 

30 instantanees respectives de ces tensions pendant le temps 
T, partant de l'hypoth§se que le potentiel Mi de 
I'impulsion d'armement est eleve (par ex. +1,5 volt). Dans 
ces cas, dans lesquels la luminosite de I'echelle des gris 
d'un pixel selectionnS d'affichage a cristaux liquides est 

35 proche de sa valeur maximale V^j, le potentiel de grille de 
depart Mi reste eleve pendant une duree relativement 
longue, laissant le champ libre a de nombreuses 
perturbations sur la valeur de V3 (qui peuvent §tre 
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noiobreuses dans une conception d'echelie a fins paiiers 
d'intensite) . Ces perturbations tendent normalement a 
decharger partiellement V4. Cependant pour un palier a ? 
volts pour le transistor a couches minces (TFT) 108, en 
5 employant la polarisation positive +VB d' environ 2 volts, 
une perturbation de V3 aussi elev^e que 3 volts peut 
maintenir 1 volt en dessous du seuil. Ceci peut maintenir 
le TFT pratiquement non-passant • line decharge negligeable 
du voltage V^^ peut done §tre causee par le transistor 108 

10 dans la phase active de 50 /xs maximum d'une ligne de 
balayage, comme indiqnie par le seuil experimental et les 
donnees relatives aux fuites- 

Dans la figure 6, pour les transistors 106 de chacun 
des 3 etages ayant un UN logique applique a I'un des 

15 transistors 109, il est important que les canaux de ces 
transistors restent sans alimentation electrique pendant 
1' excursion . Ceci exige que les petits transistors 109 
soient suffisamment importants ; ou que la capacite C2 soit 
suffisamment faible, ou que les capacitfis et C3 soient 

20 suffisamment importantes. En pratique, pour qu'un 
transistor 106, ayant une largeur de canal de 100 m et 
etant capable d'§tre bascule en 0,7 /is, une largeur de 
canal de I'ordre de 10 k 15 /im seulement est suffisante 
pour les transistors 104 et 109. De plus, afin de favoriser 

25 1 ' augmentation de la valeur de la capacity C3 relative a 
celle de la capacity (en augmentant la capacite de 

chevauchement de grille i source) , il convient de maintenir 
chacun des transistors 106 dans les 3 etages "non 
selectionnes" a I'etat fermS. 

30 Un autre avantage a employer une serie d' impulsions de 

synchronisation p6riodique pour chacune des 4 phases ayant 
une periode de seulement moitie de I'intervalle de temps de 
la durSe donnee est que cela permet a la duree de chaque 
impulsion de synchronisation d'itre prolongee plus 

35 longtemps que le temps T (voir les encadrSs en traits 
pointings dans la figure 5). Cette extension de la dur6e 
des impulsions de synchronisation hors des limites en 
traits pointings est possible sans le danger d'un 
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"declenchement faible" ou d'un "faux d6clenchement" - Cette 
disposition permet au transistor 108 (c'est-a-dire celui 
ayant une largeur de canal d' environ 200 /im) d'§tre plus 
petit par rcipport au transistor 102 de coramande de la 
5 colonne de pixels (c 'est-a-dire celui ayant une largeur de 
canal d' environ 750 ^m) , parce que le transistor 108 a 
maintenant plus de temps pour texnainer la decharge de la 
capacite de grille du transistor 102 de conuaande de la 
colonne de pixels. 

10 La figure 9 montre une realisation qui utilise 

seulement un bit de poids faible et qui regoit deux 
impulsions d'arraement MiA et MiB. Ce dispositif est ainsi 
utile avec le type de comparateur a bus divis6 decrit dans 
la figure 5 de la demande RCA 85.678. Le dispositif de la 

15 figure 9 comprend 4 etages 200A a 200D qui, corame indiqu§ 
par les numeros de reference identiques pour les elements 
identiques, sont tres similaires aux Stages lOOA a lOOD de 
la figure 3. II y a 3 differences importantes entre la 
figure 9 et le sch§ma du dispositif de la figure 3 : (1) 

20 les paires paralleles des transistors 109 de la figure 3 
sont remplacees par des transistors uniques 200A k 200D k 
chaque etage ; (2) le schSma du dispositif de la figure 3 
utilise 2 transistors d'armement 201A et 201B qui resolvent 
respectivement les impulsions d'armement MiA et MiB ;,(3) 

25 il y a 2 transistors chuteurs 202A et 202B, I'un ou 1' autre 
abaisse le signal de sortie Mo lorsque le transistor est 
aliments en courant 61ectrique. L' impulsion d'armement MiA 
est appliquee seulement aux phases ^^^y et ^^y* tandis que 
1' impulsion d'armement MiB est appliquSe aux phases et 

30 gjjy. La figure montre 1 'application des signaux de donnees 
DIV et DIV aux grilles des transistors 200. Lorsque DIV est 
§lev6 et que MiA est faible, soit la phase ^j^y ou soit la 
phase 03y peut arriter 1' alimentation du transistor 102. 
D'une maniere semblable, lorsque DIV est Sieve et que MiB 

35 est faible, soit ^^y ou soit ^j^y peut arreter 
1 'alimentation du transistor 102. En consequence avec le 
schema du dispositif de la figure 9, 8 largeurs 
d' impulsions sont possibles pour 1' impulsions de sortie Mo. 
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La figure 11 represeate le schema du dispositif d'ua 
circuit a vernier 300 qui regoit une impulsion d'armement. 
Min et ainsi, est utile au schema du dispositif du 
comparateur decrit dans 1 'application S/N (RCA 85,678) qui 
5 ne donne qu'une impulsion d'armement Mi au vernier. Le 
schema du dispositif du vernier de la figure 11 comprend 8 
etages 300A a 300H. Chacun des etages 300 est identique aux 
etages 100 du schema du dispositif de la figure 3,. comme 
ce.la est indique par les numeros de r6f§rence identiques* 

10 Cependant, chaciin des etages 300 comprend 3 transistors 
paraileles 301 avec le noeud A de verrouillage a la masse 
lorsque 1 ' alimentation electrique est ouverte par un signal 
de controle. Les DIV, DIV, D2V, D2V et D3V et D3V sont 
appliques au vernier comme montr§ sur la figure 12, Le 

15 signal DIV et son complement DIV sont regus de I'etage du 
comparateur, le meme que sur le schema du dispositif de la 
figure 3. Les signaux D2V et D3V, ainsi que leurs 
complements sont les 2 bits du vernier. La synchronisation 
de la figure 11 suit la synchronisation de la figure 5 mais 

20 il y a 8 impulsions d'horloge de vernier de a ^jj- Les 
impulsions de sortie Mo du vernier peuvent ainsi avoir 
n'importe laquelle des 16 largeurs possibles d' impulsions. 

La figure 13 repr§sente le schema du dispositif d'un 
vernier 400 qui revolt 2 impulsions d'armement MiA et, MiB 

25 du schema du dispositif d'§tage du comparateur qui donne 2 
impulsions de sortie Mo.' Le sch6ma du dispositif de la 
figure 13 fonctionne avec les 8 phases ^j^y k ^gy fournies 
aux 8 Stages 400A a *400H respectivement. Comme indique par 
les num6ros des references identiques, les autres elements 

30 (capacite 105 et transistor a couches minces (TFT) 104 et 
106 de chaque etage et les TFT 201A, 201B, 202A, 202B du 
vernier, sont les meme que ceux du schema du dispositif de 
la figure 9. Les deux bits de poids faible du (DIV et D2V) 
du vernier et leurs complements sont appliques aux 

35 transistors k couches minces (TFT) 400 des etages de 400A a 
400H comme montre sur la figure 14. En consequence, dans le 
schema du dispositif de la figure 13, chaque etage comprend 
2 transistors a couches minces (TFT)., les grilles des deux 
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doivent etre de logique ZERO pour qu'une impulsion de 
phase 0 feme ie transistor a couches minces (TFT) 102. Le 
schema du dispositif de la figure 13 donne une impulsion de 
sortie Mn mi± peut ainsi avoir a'importe laquelle des 16 
5 largeurs possibles d' impulsions. 
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1. Un circuit a vernier temporel caracterise en ce qu'il 
comprend : 

5 Des stages flOl) interconnectes disposes par ordre 

numerique P, oil P est un nombre entier, chaque etage (101) 
comprenant un transistor de charge de noeud en s6rie 
presentant une capacite de charge, destine a diriger le 
courant de charge d'une impulsion de synchronisation 

10 appliqpiee a ladite capacite de charge k un noeud par 
conduction dudit transistor cpii charge le noeud lorsque 
ledit transistor chargeant le noeud de chaque niveau est 
ouvert, ledit transistor qui charge le noeud de chaque 
etage presentant des capacites reparties grille /source et 

15 grille/drain importantes ; 

chacun desdits etages comprenant premierement des 
dispositions pour appliquer une impulsion de precharge a la 
grille dudit transistor de charge de noeud d'au moins un 
etage avant 1 'application d'une impulsion de 

20 synchronisation a ladite capacity de charge pour ouvrir 
ledit transistor de charge de noeud en chargeant lesdites 
capacites reparties, et par cela le transistor chargeant le 
noeud reste ouvert lorsque lesdites capacites restent 
chargees, lesdites premi&res dispositions maintenant le 

25 transistor qui charge le noeud de chaque etage non 
seiectionne ferm6, lesdites premiSres dispositions 
comprenant une premiere disposition control^e par les 
donnees pour appliquer les entrees de donnees auxdits 
etages, ladite disposition contrSlee par les donnees 

30 comprenant au moins un transistor pour controler ledit 
transistor de charge de noeud ; 

deuxifemement des dispositions pour appliquer les 
impulsions de synchronisation k la capacite de charge d'au 
moins un desdits stages interconnectes, grSce a laquelle le 

35 pr§chargement de la porte d'un transistor ouvert chargeant 
un noeud diminue son temps de reponse a une impulsion de 
synchronisation appliqu6e et ainsi augmente la Vitesse 
maximale auquel ledit circuit logique peut fonctionner, en 
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depit des capacites reparties respectives importantes entre 
la grille et la source, ainsi qu' entre la grille et le 
drain dudit transistor qui charge le noeud ; 

pi.'is trciGisnieiri6uL des dispositions pour appliguer au 
5 raoins une impulsion d'armement auxdits etages pour raettre 
en etat de veille lesdits etages avant 1 'application des 
impulsions de synchronisation auxdits etages. 

2. Circuit a vernier selon la revendication i, 
caracterise en ce que ladite source dudit transistor 
chargeant le noeud de chacun desdits etages P est connectSe 
a un noeud coraraun qui interconnecte lesdits etages P et 
ladite capacite de charge de chacun desdits etages P est 
connectee en serie audit drain dudit transistor qui charge 
le noeud ; 

lesdites impulsions de synchronisation surviennent 
dans un ensemble de differentes phases egales a P et 
surviennent successivement dans un ordre donne, et lesdites 
secondes dispositions appliquent les impulsions de 
synchronisation qui surviennent k chacune des phases 

20 ordinales separ§es desdites differentes phases P au drain 
desdits transistors qui chargent les noeuds a travers 
ladite capacity de charge connect6e en sfirie d'un desdits 
etages P arranges en ordre ordinal qui correspond k une 
position ordinale ; lesdites premieres dispositions 

25 comprenant, de plus, au moins des secondes dispositions 
controlees par des donnees en parallSle avec lesdites 
premieres dispositions controlees par des denudes par 
laquelle 1' impulsion de sortie dudit circuit logique pent 
prendre n'importe laquelle des au moins 2P largeurs 

30 conformement aux entrees desdites donnees. 

3. Circuit a vernier selon la revendication 2, 
caract6rise en ce qu'il comprend de plus un transistor 
chuteur r§pondant audit noeud pour controler la largeur de 
1' impulsion de sortie dudit circuit a vernier en reponse 

35 aux changements de tension sur ledit noeud. 

4, Circuit k vernier selon la revendication 3, 
caracterise en ce qu'il y a deux desdites troisieraes 
dispositions d' application et deux desdits noeuds, pour 
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appliquer deux impulsions d'armement aux etages 
selectionnes, une desdites impulsions d'armement armant un 
ensemble de P/2 etages et les autres impulsions d'armement 
armant 1' autre ensemble de P/2 etages . 
5 5. Circuit vernier selon la revendication 4, 

caracterise en ce qu'il y a deux desdits transistors 
chuteurs qui repondent individuellement auxdits deux 
noeuds - 

6- Circuit a vernier selon la revendication 2, 
10 caracterisS en ce qu'il y a 3 desdites dispositions 
contrdl^es par les donnees qui sont arrangees en parallele. 

7. Circuit a veimier selon la revendication 6, 
caracterise en ce qu'il y a 2 desdites troisifemes 
dispositions pour application et 2 desdits noeuds, pour 

15 appliquer 2 impulsions d'armement aux etages selectionn6s, 
une desdites impulsions d'armement armant un ensemble de 
P/2 etages et les autres impulsions d'armement armant 
1' autre ensemble de P/2 Stages. 

8. Circuit a vernier selon la revendication 7, 
20 caracterise en ce qu'il y a 2 desdits transistors chuteurs 

qui repondent individuellement auxdits deux noeuds. 

9. G6n6rateur d'une largeur d' impulsion variable 
pour cont;c51er I'etat marcbe/arret des dispositifs a semi- 
conducteur de commutation, lesdits dispositifs a semi- 

25 conducteur de commutation lorsqu'ils sont ouverts, 
appliquant un signal de tension en forme de rampe aux 
elements du systeme d'affichage, ledit gdndrateur a largeur 
variable 6tant caracterise en ce qu'il comprend : 

un ensemble de circuits comparateurs en cascade pour 

30 donner un signal de sortie de comparateur ayant une largeur 
variable conformement avec les bits de poids fort d'un 
signal a n bits ? 

un circuit a vernier qui r^pond audit signal de sortie 
du comparateur pour changer la largeur dudit signal de 

35 sortie conformement avec au moins un des deux bits de poids 
faible dudit mot de donnees de n bits. 
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10. Gen6rateur de largeur d' impulsion selon la 
revendication 9, caracterise en ce que ledit circuit . a 
vernier teraporel comprend : 

D55 «Lciges mterconnectes disposes par ordre numeriq[ue 
5 ou P est un nombre entier, chaque etage comprenant un 

transistor de charge de noeud destine a diriger le courant 
de charge d'une impulsion de synchronisation appliquee a un 
noeud par conduction dudit transistor qui charge le noeud 
lorsque cedit transistor chargeant le noeud est ouvert, 

10 ledit transistor qui charge le noeud de chaque etage 
presentant des capacites reparties grille/source et 
grille/drain iraportantes ; 

chacun desdits etages comprenant premierement des 
dispositions pour applic[uer une impulsion de precharge a la 

15 grille dudit transistor de charge de noeud d'au moins un 
etage avant 1 'application d'une impulsion de 
synchronisation audit transistor de charge de noeud en 
chargeant lesdites capacites r6parties, et par cela ledit 
transistor chargeant le noeud reste ouvert lorsque 

20 lesdites capacitSs restent charg^es, lesdites premieres 
dispositions malntenant le transistor qui charge le noeud 
de chaque etage non s^lectionn^ fermg, lesdites premieres 
dispositions comprenant une disposition contr516e par les 
donnSes pour appliquer les entrees de donndes auxdits 

25 etages, lesdites dispositions controlees par les donnees 
comprenant au moins un transistor pour controler ledit 
transistor de charge de noeud, 

deuxi§mement des dispositions pour applic[uer les 
impulsions de synchronisation a la capacite de charge d'au 

30 moins un desdits etages interconnectes, il en resulte ainsi 
que le prechargement de la grille d'un transistor ouvert 
chargeant un noeud diminue son temps de rSponse a une 
impulsion de synchronisation appliquee et ainsi augmente la 
Vitesse maximale auquel ledit circuit logique peut 

35 fonctionner, en d§pit des capacites reparties respectives 
importantes entre la grille et la source, ainsi qu'entre la 
grille et le drain dudit transistor qui charge le noeud ; 
et 
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troisiemeraent des dispositions pour appiiquer au moins 
uae impulsion d'armeraent auxdits etages pour mettre en etat 
de veille lesdits Stages avant 1 'application des impulsions 
de synclironisation auxdits etages, 
5 11. G§n6rateur selon la revendication 10, caracterise 

en ce que ladite source dudit transistor qui charge le 
noeud de chacun desdits etages P est connect6e a un noeud 
commun qui interconnecte lesdits Stages et ladite 

capacity de charge de chacun desdits Stages P est connectee 

10 en sSrie audit drain dudit transistor qui charge le noeud ; 

lesdites impulsions de synchronisation surviennent 
dans un ensemble de differentes phases egales a P et 
surviennent dans un ordre donnS^ et lesdites secondes 
dispositions applique des impulsions de synchronisation qui 

15 surviennent a chacune des phases ordinales separees 
desdites phases differentes P au drain dudit transistor qui 
charge les noeuds a travers ladite capacite de charge 
connectee en serie d'un desdits etages arranges par ordre 
sequentiel qui y correspond en position ordinale ; 

20 lesdites premiferes dispositions comprenant de plus au 

moins une seconde disposition controlie par les donnSes en 
parallele avec ladite premiere disposition contrSlSe par 
les donnees ou 1' impulsion de sortie dudit circuit logique 
peut prendre n'importe laquelle largeur d'au moins 2P 

25 largeurs conformSment auxdites entrees des donnSes, 

12. GSnSrateur salon la revendication 11, caractSrise 
en ce qu'il comprend en plus un transistor chuteur qui 
repond audit noeud pour contrSler la largeur de 1' impulsion 
de sortie dudit circuit a vernier en reponse aux 

30 changements de tension sur ledit noeud. 

13 GSnSrateur selon la revendication 12, caracterise 
en ce qu'il y a deux desdites troisifemes dispositions pour 
application et deux desdits noeuds, pour appiiquer deux 
impulsions d'armement aux etages sSlectionnSs, une desdites 

35 impulsions d'armement anaant un ensemble de P/2 etages et 
les autres impulsions d'armement armant 1' autre ensemble de 
P/2 Stages. 
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14. Generateur selon la^revendication 13, caracteris§ 
en ce qu'il y a deux desdits transistors chuteurs qui 
repondent individuelleiaent auxdits deux noeuds, 

13 • G«uerateur selon la revendication 11, caracteris6 
5 en ce qu'il y a 3 desdites dispositions contrSl^es par les 
donates qui sont arrangees en parallSle, 

15. Generateur selon la revendication 15, caracteris6 
en ce qu'il y a 2 desdites troisiemes dispositions pour 
application et 2 desdits noeuds, pour appliquer 2 

10 impulsions d'arraement aux etages selectionn§s, une desdites 
impulsions d'armement armant un ensemble de P/2 Stages et 
les autres impulsions d'armement armant 1' autre ensemble 
deP/2 etages. 

17. Generateur selon la revendication 16, caracterisS 
15 en ce qu'il y a 2 desdits transistors chuteurs qui 
repondent individuelleraent auxdits deux noeuds. 
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